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[序論] 現状のⅢ-Ⅴ族 4 接合太陽電池は、長波長帯で 1675nm の赤外光までしか吸収することができな

い．ボトムセルを InP 基板に格子整合する InGaAs で構成していることがその主な理由である．光の吸

収波長範囲を広げ 1800nm 程度まで利用することができれば，太陽光スペクトルをフルに活用できる．

量子ドットを太陽電池に導入し吸収波長範囲を広げることでボトムセルの光起電流が増加し、変換効

率の向上が期待できる．本研究では量子ドットを導入した太陽電池を作製し，その特性改善を試みた

のでこれを報告する． 

[方法] 情報通信研究機構(NICT)で MBE 装置により量子ドット吸収層（InGaAlAs/InAs-QD/InGaAs ＝

50nm/6ML/4nm）を 14 周期成長した InGaAs 太陽電池デバイスを作製した．その後，ソーラーシミュレ

ータを用いて作製サンプルを 1sun で I-V 特性を評価し，豊田工業大学にて外部量子効率（EQE）の測

定を行った． 

[結果と考察] 量子ドットを導入した太陽電池の作製および評価を行ったところ，短絡電流密度（Jsc）

が 3.6 mA/cm2，開放電圧（Voc）0.19 V, 曲線因子（FF）が 51.4%となり，変換効率は 0.35%と低い値を

示した（図１）．量子ドットの総膜厚は 84ML と非常に薄いので、これが低い変換効率の原因の一つで

あると考えられる．外部量子効率の測定結果を規格化した 図 2 では、従来の InGaAs バルク太陽電池

に比べ長波長化が観察でき，1880nm まで吸収波長を拡大する事ができたと考えられる． 
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図１ 量子ドットを導入した InGaAs 太陽電池の I-V 特性 
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図 2 量子ドットを導入した InGaAs 太陽電池と

InGaAs バルク太陽電池の EQE 測定結果の比較 
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